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Al cathode deposition for all wet-processed OLED devices with TADF emitting material 

by rotation magnet sputtering（（（（ROT-MS）））） 
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[はじめにはじめにはじめにはじめに]    我々は有機EL製造技術で長年の課題となっていた陰極形成プロセスにおいて、回転

マグネットスパッタ

1
と呼ぶ新しい低ダメージ高速スパッタ装置及びスパッタ耐性ある電子輸送

材料

2
について研究開発を進めてきた。この組合せによって従来の真空蒸着での陰極形成に比べて

発光効率、寿命ともに高性能な素子を実現することに成功した

3
。本研究では、低コスト化の実現

を視野に、有機層を全層湿式プロセス（スピンコート）にて成膜、さらに次世代発光材料の熱活

性化遅延蛍光（TADF）材料を採用した有機EL素子の試作検討を行ったので報告する。 
[実験実験実験実験] UV/O3処理したITO膜（100 nm）付きガラス

基板上に有機膜は正孔注入・輸送層PEDOT:PSS（40 
nm）、TADF材料をエミッタに用いた発光層（40 nm）、

スパッタ耐性電子輸送層（30 nm）をそれぞれ大気中

でスピンコートにより成膜、アニール処理を行い、

所望の膜厚、積層構造を得た。その後、回転マグネ

ットスパッタ装置でAl膜（100 nm）を成膜、GB内で

缶封止し、素子を完成させた。完成した素子は初期

特性（J-V-L特性）、寿命特性について、それぞれ評価

した。 
[結果結果結果結果] Fig. 1には今回試作した全有機層塗布型の

TADF-OLED素子構造とTADF発光材料4CzTPNの分

子構造を示す。Fig. 2にはFig. 1の構造で試作した代表

的素子の発光写真を示す。TADF発光材料をエミッタ

に用い、有機層全層を塗布プロセスにて成膜、更に

Al陰極形成にスパッタ成膜を用いて数千cd/m2
の発光

特性が得られた。塗布プロセスにてTADF発光材料の

性能を得るためには、有機溶媒への溶解性、各層界

面での溶解による混合、アニール時の加熱による発

光層、電子輸送層の劣化等々の影響に対する配慮が

必要なことが分かった。素子構造（各層膜厚、ホス

ト材料、TADF材料）最適化の結果、寿命特性を含む素子特性の詳細について報告予定である。 
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Figure 1: Schematic illustrations of all 
wet-processed TADF-OLED and TADF 
emitting material (4CzTPN). 
 

 
Figure 2: Photograph of all wet-processed  
TADF based-OLED . 
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